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１．概要（Summary ）： 

MEMS デバイスの真空中での温度特性評価を目的

に、評価を実施した。従来は装置の設定温度を使用し、

評価をおこなっていたが、MEMS デバイス内部に温

度センサを設け、デバイスに加わる実温度で温度特性

評価をおこなった。 

 

２．実験（Experimental）： 

【利用した主な装置】 

・C18：真空プローバ 

・C20：インピーダンスアナライザ 

【実験方法】 

MEMS 構造形成済みのチップをプローバステージ

にセット。雰囲気は 0.5Paで設定。ステージ温度-40℃

～85℃で評価を実施。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion）： 

前課題期間中に、MEMSデバイスの真空中でのウ

エハレベル温度特性評価をおこなってきたが、本期間

中は、MEMSデバイスに形成した温度センサを同時

測定し、設定温度ではなく、MEMSデバイスに加わ

る実温度による評価を実施した(Fig.1)。装置の設定温

度と、MEMSデバイスに加わる実温度とに差異があ

り、高温になるほど、設定温度との差異が大きくなる

ことがわかった。温度センサを同時測定することで、

正確な温度特性の測定が可能となった(Fig.2)。 

 

 

 

 

 

Fig.1 Measured temperature. 

 

Fig.2 Temperature characteristics of MEMS device. 

 

４．その他・特記事項（Others）： 

 なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation）： 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent）： 

 なし。 
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